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Оксиды молибдена обладают уникальными 

каталитическими и электронными свойствами и 
нашли многочисленные применения [1,2]. 
Орторомбический триоксид молибдена α-MoO3 
(пространственная группа Pbmn) обладает ярко 
выраженной слоистой структурой (Рис. 1) и 
является стабильной полиморфной 
модификацией в нормальных условиях. Ранее 
нами был предложен метод выращивания 
монокристалолов α-MoO3 с использованием 
конденсации паров оксида молибдена и были 
синтезированы пластинчатые кристаллы 
размером  >50-200 μm. В настоящей работе 
данный метод был усовершентсвован и были 
получены высококачественные кристаллы α-
MoO3 миллиметрового размера.  

 
Рис. 1 Кристаллическая структура α-MoO3 

 
Кристаллы α-MoO3 были выращены на 

Si(100) подкладке из паров оксида молибдена 
при температуре горячей зоны T = 660°C (t = 
7.2-25.2 кс). В качестве источника 
использовали предварительно очищенный 
оксид молибдена (99.99%). Кристаллы α-MoO3 
выращивали    в    горизонтальном     кварцевом  

реакторе открытого типа. Массовый перенос 
оксида молибдена осуществлялся за счет 
температурного градиента. Были 
синтезированы прозрачные пластинчатые 
монокристаллы размером ~1000×200×0.4 μm с 
атомно-плоской поверхностью (Рис. 2). 
Микроморфологию и химический состав 
кристаллов исследовали с помощью методов 
SEM и EPMA. Фазовый состав определяли 
методом рентгеноструктурного анализа.  

 

 
 

Рис. 2 Монокристаллы α-MoO3, выращенные на 
Si-подложке 
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